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В последние годы наблюдается значительный прогресс в области генерации интенсивных терагерцовых (ТГц) импульсов. Разработка новых органических нелинейных кристаллов открыла доступ к генерации мощных ультракоротких ТГц импульсов и проведению исследований нелинейно-оптического отклика различных материалов на воздействие такими импульсами [1,3,6]. Ранее нами была продемонстрирована высокоэффективная генерации ТГц излучения в кристалле DAST при накачке хром-форстеритовым лазером, что позволило достичь напряженности поля до 7 МВ/см [4]. 
В настоящей работе исследуется взаимодействие интенсивного ТГц излучения (до 7 МВ/см) с прямозонным полупроводником GaAs. Показано, что воздействие интенсивного ТГц излучения позволяет наблюдать эффект ударной ионизации в полупроводниках с собственной проводимостью в поле предельно короткого ТГц импульса, полученного при накачке органического кристалла DAST фемтосекундным излучением хром-форстеритовой лазерной системы. В то время как приложение сильного ТГц поля к полупроводникам с электронным типом проводимости приводит к искажению профиля потенциальной ямы для электрона в кристалле и реализации туннельной ионизации и индуцированного ТГц полем эффекта просветления. 
Точное определение временного профиля электрического поля ТГц излучения играет ключевую роль для полного анализа различных нелинейных явлений, индуцированных интенсивными ТГц импульсами с напряженностью поля, превышающей 1 МВ/см. Использование схемы электрооптического стробирования в кристалле GaP толщиной 200 мкм позволило оценить поглощенную энергию и плотность носителей, и на основе этого определить эффективность туннелирования по методике [2]. Более того, в таких условиях становится возможной генерация второй гармоники оптического пробного импульса [5], что предоставляет метод для исследования быстропротекающих процессов, индуцированных ТГц полем в полупроводниковых структурах.
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